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UKELAD REGULOWANEGO ZRODLA PRAPOWEGO

Przedmiotem wynalazku jest uklad regulowanego 2rédia pradowego, stosowany
zwlaszcza w stabilizatorach siuzacych do formowania oraz tadowania 1 roziadowywania akumula-
toréw. Znany uktad Zrdédiea predowego 2z publikacji "Wireless World" nr 1531 marzec 1981 r. ma
dodatni zacisk potaczony poprzez pierwszy rezystor z bazg pilerwszego tranzystora i emiterem
tego tranzystora. Ponadto baza pierwszego tranzystora jest .polaczona z emiterem tranzystora
drugiego, za$ kolektor pierwszego tranzystora jest polgczony z baza drugiego tranzystora oraz
kolektorem trzeciego tranzystora. Kolektor drugiego tranzystora polgczony jest réwnoczeénie
z baza trzeciego tranzystora i kolektorem czwartego tranzystora. Emiter trzeciego tranzystora
jest potaczony z baza czwartego tranzystora i poprzez drugi rezystor z zaciskiem ujemnym
2rédta potgczonego z emiterem czwartego tranzystora. Wartosé plynacego przez irédlo predu 1
okreélona jest zaleznoécig:

2Uge

I s --pg>-an

BE
gdzies Uge - napiecie zlgcza baza-emiter,

RBE - rezystancja pierwszego i drugiego rezystora

Wada takiego ukladu jest koniecznoéé regulacji pradu wyjdciowego zs pomocg zmiany
jednoczesnej rezystancji pierwszego i drugiego rezystora, co komplikuje stosowanie uktadu.
Uklad wediug wynalezku wyréznia sig tym, 2e dodatni zacisk bolaczony jest z kolektorem
pierwszego tranzystora mocy oraz poprzez pierwszy rezystor z baza tego tranzystora i kolekto=-
rem drugiego tranzystora sterujgcego, ktérego baza jest polaczona z emiterem pierwszego
tranzystora mocy oraz emiterem trzeciego tranzystora sterujacego. Baza drugiego tranzystora
sterujgcego jest réwniez poprzez trzeci regulowany rezystor polaczona z baza trzeciego tran-
zystora sterujgcego, ktérego baza jest polaczona z emiterem drugiego tranzystore sterujgcego
oraz z emiterem czwartego tranzystora mocy. Kolektor trzeciego tranzystora jest poiaczony z
bazg czwartego tranzystora mocy oraz poprzez drugi rezystor z ujemnym zaciskiem 2rédia, z
ktérym jest polaczony kolektor czwartego tranzystora mocy.
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Zgodnie z wynalazkiem, uklad pozwala uzyskaé ptynna regulacje wartosci
stabilizowanego predu. Ponadto uklad jest samosterowny i nie wymaga dodatkowych napigé
stabilizujacych uklad. Regulacja wartoéci stabilizowanego pradu przeprowadzona jest za po-
md&é jedhego fégblowanego rezystorae.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przyklaedzie wykonania na rysunku, ktéry
przedstawia schemat funkcjonalny 2rédia pradowego. Dodatni zacisk 2rédia jest polaczony z
koléktorem tranzystora mocy T1 oraz poprzez rezystor R1 z baza tranzystora T1 i kolektorem
tranzystofa stéfﬁjacego T2, ktérego baza jest polaczona z emiterem tranzystora mocy T1
oraz emiterem tranzystora sterujgcego T3, nastgpnie poprzez regulowany rezystor Rp z baza
tranzystora T3, ktérego baza jest polaczona z emiterem tranzystora T2 oraz z emiterem tran-
zystora mocy T4. Kolektor tranzystora T3 jest polaczony z baza tranzystora mocy T4 oraz po-
przez rezystor R2 z ujemnym zaciskiem Zrédia, z ktérym jest polaczony kolektor tranzystora
T4. Uklad dziala w sposéb niZzej opisany.
Prad I ptynacy w obwodzie kolektor-emiter tranzystora Tl oraz poprzez rezystor Rp 1 emiter-
_kolektor tranzystora T4 okreélony jest wartodcia spadku napigcia na rezystorze Rp. Zmiana
wartoéci plynacego pradu I wywols réwnoczesna zmiang napigcia obwodéw baza-emiter tranzysto-
réw T2, T3, co spowoduje zmiang napigcia sterujggego tranzystorami mocy T1, T4 i samoczynna
regulacje¢ pradu I.

Wartod¢ pradu I regulowana jest za pomoca regulowanego rezystora Rp i okreglona

zaleznodcig:

gdzie:
Ugg - napiecie baza-emiter tranzystoréw sterujacych,

Rp - rezystancja rezystora regulowanego

Dodkladnos¢ stabilizacji pradu jest wyzsza, gdy zbliiene sa charakterystyki
wzmocnienia pragdowego sterowanych tranzystoréw mocy T1, T4 jak réwniez tranzystoréw steru-
jacych T2, T3. Uklad zapewnia poprawna prace przy wartod8ciach napigcia zasilajacego o ko-
Ezystnie wigkszych od wartoéci napieé UCE max tranzystoréw mocy T1, T4,

Zastrzezenie patentowe

Uktad regulowanego 2rédia pradowego, zawierajacy tranzystory mocy i tranzysto-
ry sterujace oraz pierwszy i drugi rezystor, znamienny t y m, ze dodatni zacisk
potaczony jest z kolektorem pierwszego tranzystora mocy /T1/ orez poprzez pierwszy rezystor
/R1/ z bazg tego tranzystora /T1/ i kolektorem drugiego tranzystora sterujacego /T2/, ktérego
baza jest poiaczona z emiterem pierwszego tranzystora mocy /T1/ oraz emiterem trzeciego
tranzystore sterujacego /T3/ nastgpnie poprzez trzeci regulowany rezystor /Rp/ z baza
trzeciego tranzystora sterujacego /T3/, ktérego baza jest polaczona z emiterem drugiego
tranzystora sterujgcego /T2/ oraz z emiterem czwartego tranzystora mocy /T4/, zaé kolektor
trzeciego tranzystora sterujgcego /T3/ jest polgczony z bazg czwartego tranzystora mocy /T4/
oraz poprzez drugi rezystor /R2/ z ujemnym zaciskiem 2rédia, z ktérym jest polaczony kolektor
czwartego tranzystora mocy /T4/.
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